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論文内容の要旨
本論文は，大規模集積回路 (V L S 1 , L S 1 )のゲート電極及び内部配線として，現在確立してい
るシリコンフ守口セスを大幅に変更することなしに使用でき，かっ低抵抗である高融点金属シリサイドに
着目し， L S 1 への応用を主題にして研究して成果をまとめたもので，以下の 7 章より構成されているO






リサイドを， L S 1 レベルのデバイスに適用することにより，ポリシリコンに代すすぐれた低抵抗配線，
ゲート電極材料であることを明かにしている。
































以上の研究成果は， VL S 1 のデバイスの高密度化高速化及び動作の安定性などデバイス性能の向
上に資する多くの新しい知見を提供するもので，半導体工学の発展に寄与するところが大き l\o よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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